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1. 产品特性

 输入电压范围：4V~18V

 额定电流：16A

 峰值效率：95.5%（VOUT=3.3V）

 集成 7.5mΩ/2.5mΩ 金属氧化物半导体场效应管（MOSFET）

 500kHz 高速内部振荡器

 内置启动延迟与软启动保护

 用于欠压与过压保护的输出状态监控

 可调的输入欠压锁定

 短路保护，过温保护

2. 功能描述

AST2201 是一款 18V，16A 的同步降压转换器集成芯片。此芯片针对小型化进行优化，集成高侧和低

侧MOSFET 并提供极高的转换效率。使用电流模式控制，减少外围元器件数量，并通过提高开关频率缩

小电感封装，来进一步节省空间。

3. 产品应用

 FPGA、微处理器、ASIC 等芯片供电

4. 封装简介

 本产品采用 QFN4×4-11 封装
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5. 绝对最大额定值

表 1  绝对最大额定值

（1） 使用中超过这些绝对最大值可能对芯片造成永久损坏。

6. 推荐工作条件

1) 输入电压VIN、VLX、VPG、VEN：4V~18V

2) 工作环境温度TA： -55℃～125℃。

7. 主要电参数

除非特别标明， VIN =12V，VOUT=1.5V，IOUT=1A，TA = -55℃～125℃ 

表 2  主要电参数 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

输入电压 VIN - 4 - 18 V 

关机电流 ISHDN EN=0 - 7 10 uA 

静态电流 IQ VOUT=0 , FB=105%VREF - 150 200 uA 

反馈电压 VREF - 0.591 0.6 0.608 V 

上管导通电阻 RDS(ON)1 - - 7.5 - mΩ 

下管导通电阻 RDS(ON)2 - - 2.5 - mΩ 

下管限流阈值 Ivalley - 12 - 24 A 

EN上升阈值 VENH - 0.8 - - V 

EN下降阈值 VENL - - - 0.4 V 

VIN欠压保护阈值 VUVLO - - - 3.9 V 

参数 符号 最小值 最大值 单位

输入电压

VIN,VLX,VPG,VEN -0.3 19 V 

VBS-LX,VFB,VILMT ,VVCC -0.3 4 V 

VSGND-PGND -0.3 0.3 V 

VBYP -0.3 4 V 

输出电压 VOUT 0 19 V 

输出负载电流 IOUT - 16 A 

引线耐焊接热 TH - 260℃，10s - 

贮存温度 TSTG -65 150 ℃
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VCC 输出电压 VCC VIN=4V 3.2 3.3 3.4 V 

欠压保护迟滞 VHYS - - 0.3 - V 

内部软启时间 TSS - - 1 - ms 

开关频率 FOSC - 400 500 600 kHz 

Min ON Time tON MIN - - 80 - ns 

Min OFF Time tOFF MIN - - 120 - ns 

过温保护点 TSD - - 150 - ℃

过温保护迟滞 THYS - - 15 - ℃

内部软启时间 tSS - - 1 - ms 

8. 引脚介绍

图 1  引脚分布图(顶视图) 

表 3  引脚介绍 

序号 引脚名称 功能说明

1 FB 输出反馈引脚，基准电压0.6V 

2 SGND 信号地

3 EN 使能端，高使能，可通过电阻编程UVLO 

4 ILMT 限流设定端，ILMT(A)=2880/RILMT( kΩ ) 

5 PG 芯片输出监控端，开漏输出

6 BYP 内部LDO旁路输入。未使用可不连接 

7 VCC 内部3.3V LDO输出，需要一个放置电容到地 

8 BS 自举升压引脚，该引脚需使用0.1μF电容连接到LX 
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9 IN 电源输入引脚

10 PGND 功率地

11 LX 电感引脚。连接该引脚到功率电感

9. 典型特性曲线

图 2  效率曲线 

10. 芯片应用说明

10.1 典型应用图 
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图 3  AST2201 应用图 
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𝑉𝑂𝑈𝑇 − 0.6
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10.2 元器件清单表 
表 4  应用元器件清单表（VOUT=5V） 

器件标号 描述 数量 数值

C1 电容 1 10μF 
C2 电容 1 10μF 
C3 电容 1 10μF 
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C4 电容 1 22μF 
C5 电容 1 22μF 
C6 电容 1 22μF 
C7 电容 1 22μF 
C8 电容 1 22μF 
C9 电容 1 4.7μF 
C10 电容 1 220pF 
C11 电容 1 4.7μF 
C12 电容 1 0.1μF 
L1 电感 1 1.5uH 
R1 电阻 1 100kΩ 
R2 电阻 1 13.7kΩ 
R3 电阻 1 1kΩ 
R4 电阻 1 120kΩ 
R5 电阻 1 10kΩ 
R6 电阻 1 1MΩ 
R7 电阻 1 100kΩ 

10.3 可调输出电压 

输出电压可通过设置FB端口的分压电阻实现，计算方式如下，建议使用1%精度或者更高精度的电阻。

想提高轻载时的效率，可以使用更大的上拉电阻。但是请注意如果使用过大的上拉电阻，转换器器将会对

噪声和电压误差更加敏感。
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R2

𝑅2 =
0.6

𝑉𝑂𝑈𝑇 − 0.6
𝑅1 

10.4 输入电容 CIN 
计算通过输入电容的纹波电流。如：

为了最大限度地减少潜在的噪声问题，可将典型的X7R或更好的陶瓷电容放置在IN和GND引脚附近。

应尽量减少CIN和IN / GND引脚形成的环路面积。在这种情况下，建议使用10μF低ESR陶瓷电容。 

10.5 输出电容 COUT 
选择输出电容来处理输出纹波噪声要求，同时需考虑稳态纹波和瞬态要求。对于大多数应用，大于66μF
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电容的X7R或更好等级的陶瓷电容器可以很好地工作。 

10.6 输出电感 L 
选择该电感有几个注意事项。

1）选择电感以提供所需的纹波电流。建议选择纹波电流约为最大输出电流的40％。电感计算如下：

其中Fsw是开关频率和IOUT_MAX是最大负载电流。AST2201可接受不同的纹波电流幅度。因此，电感

的最终选择可略微偏离计算值而不会显著影响性能。

2）电感的饱和电流额定值必须大于满载条件下的峰值电感电流。

3）电感的DCR和开关频率下的磁芯损耗必须足够低,以达到所需的效率要求。建议选择DCR <10mΩ的电感

器以实现良好的整体效率。

10.7 外部引导电容

该电容为内部高端MOSFET提供栅极驱动电压，建议在LX引脚和Boot引脚之间连接低ESR陶瓷电容。

建议在Boot引脚和LX引脚之间连接一个100nF低ESR陶瓷电容。 

CBS
100nF

BS

LX

10.8 电源指示（PWRGD） 
PWRGD是一个开漏输出，该引脚建议使用100kΩ上拉电阻，上拉电压不超过18V。当PWRGD刚进入

基准电压92%和100%之间时，端口将处于开漏状态。当PWRGD小于90%基准电压值时，PWRGD立即拉低，

指示芯片工作不正常。

11. 注意事项说明

11.1 产品使用注意事项

1) 工作时先检查电源，地是否接触良好后再接通器件电源；

2) 输入电压范围和负载范围请按照电参数表使用，不可超出参数最大值，以免损坏芯片；
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3) EN 引脚为高阻，使用时请把 EN 接高或者接低，不可悬空；

4) 测试 VOUT 纹波时请注意接地尽量短和干净，绕开电感防止干扰；

5) 功率部分布线请尽量面积大，考虑到散热，铜厚可以做 2 盎司，信号部分走线尽量短，尽量避免直角、

锐角走线；功率地和信号地请单点连接。

11.2 产品防护注意事项

1) 本产品可以抗 2000V 静电击穿，使用时应注意避免静电损伤；

2) 真空包装好的芯片应贮存在温度 10℃到 30℃，相对湿度 20%~70%的环境中，周围没有酸、碱或者其

它腐蚀气体，通风良好，且具备相应防静电措施；未使用的芯片应存于氮气柜中；

3) 在避免雨、雪直接影响的条件下，装有产品的包装箱可以用安全的运输工具运输。但不能和带有酸性、

碱性和其它腐蚀性物体堆放在一起。

11.3 常见故障及处理方法

1) 输出纹波太大时，可以考虑增加输出电容容值来吸收纹波；

2) 输入电压不稳定时，检查电源端滤波是否良好。

12. 封装尺寸图
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